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Для решения поставленной задачи было предложено использовать 
вычислительный эксперимент, выполняемый на ЭВМ. Суть его состояла в 
моделировании для элементов обучающего эксперимента и применении 
для обработки его результатов различных алгоритмов формирования ре-
шающей функции. Это позволило для каждого алгоритма построить про-
гнозирующее правило и сделать оценку ошибочных решений, к которым 
оно может привести. Анализ ошибок прогнозирования дал ответ на вопрос 
об эффективности исследуемых алгоритмов метода пороговой логики и 
позволил сравнить их с алгоритмами некоторых известных методов про-
гнозирования. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТЕПЕННЫХ ОТКАЗОВ 
БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 

С.М. БОРОВИКОВ, Н.Е. МАНДИК 

Для индивидуального прогнозирования постепенных отказов би-
полярных транзисторов можно использовать метод имитационных воздей-
ствий. В него основу положен принцип статистической аналогии между 
изменениями параметра, обусловленными длительным функционирова-
нием транзисторов, и изменениями этого же параметра, вызываемыми 
действием в начальный момент времени имитационного фактора, не при-
водящего к уменьшению рабочего ресурса прибора. 

Эффективность метода определяется удачностью выбора имитаци-
онного воздействия (фактора), о чём можно судить по имитационной мо-
дели, построенной с использованием результатов обучающего экспери-
мента. 

В работе исследована эффективность прогнозирования методом 
имитационных воздействий значений параметров мощных биполярных 
транзисторов для будущих длительных наработок. В качестве имитаци-
онного фактора использовалась температура. Предложено об эффектив-
ности судить по значению средней ошибке прогнозирования параметра. 
Получено выражение для определения этой ошибки и показано, как при 
прогнозировании постепенных отказов методом имитационных воздейст-
вий определять её и принимать решение о пригодности полученной ими-
тационной модели – функции пересчёта заданной наработки на значение 
имитационного фактора. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ НАДПИСЕЙ. 

Д.Н. УНУЧЕК, С.К. ЛАЗАРУК, П.С. КАЦУБА, А.А. РУМЯНЦЕВ, А.А. ЛЕШОК, В.А. ЛАБУНОВ 

Широкое распространение для контроля подлинности ценных бу-
маг получили скрытые люминесцентные надписи, сочетающие в себе та-
кие качества как простота верификации и надежность. Степень защиты 
изделия повышается при формировании скрытых изображений, содер-
жащие различные цветные фрагменты. Мы предлагаем использовать из-
вестные люминесцентные свойства пористого кремния для создания 
скрытых надписей на его основе. 
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Нами были сформированы образцы пористого нанокристалличе-
ского кремния с пиком фотолюминесценции в красной, оранжевой, жел-
той и зеленой областях видимого диапазона. Образцы были сформирова-
ны электрохимическим анодированием на кремниевых подложках (001) 
сопротивлением 10–12 Ом/см, легированных бором. Анодирование прово-
дили в водно-спиртовом растворе плавиковой кислоты в гальваностатиче-
ском режиме. После анодирования образцы выдерживали в электролите с 
целью получения коротковолнового смещения пика фотолюминесценции. 
При формировании образцов с пиком люминесценции в различных облас-
тях видимого диапазона использовали следующие режимы: красная — 
jf=50 мА/см2, tf=10 мин; оранжевая — jf=20 мА/см2, tf=20 мин; желтая — 
jf=20 мА/см2, tf=20 мин, ta=10 мин; зеленая — jf=20 мА/см2, tf=20 мин, 
ta=30 мин, где jf — плотность тока формовки, tf — время анодирования, ta 
— время выдержки в электролите после анодной обработки. 

Показано, что люминесцирующий нанокристаллический кремний 
при смешивании его с различными красителями сохраняет свои люми-
несцентные свойства. Это позволяет формировать скрытые надписи, лю-
минесцирующие на заданных длинах волн при УФ подсветке. 

Таким образом, предложен способ создания фотолюминесцентного 
материала на основе пористого наноструктурированного кремния для соз-
дания скрытых люминесцентных надписей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЖЕКЦИОННО-ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРНЫХ 
СТРУКТУР ДЛЯ АКТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В СЕТЯХ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

В.П. ЛУГОВСКИЙ, И.М. РУСАК 

Одним из основных средств получения несанкционированного дос-
тупа к конфиденциальной информации через силовые цепи является из-
влечение ее из помех, производимых устройством. В частности, при ана-
лизе помех,   создаваемых  ПЭВМ  следует учитывать  помехи  проводи-
мости  — т.е. помехи, распространяющиеся в проводах первичной сети и 
выходных цепях блока электропитания; Помехи проводимости распро-
страняются по проводам питания по всему устройству ПК и через сетевой 
шнур питания попадают в первичную сеть электропитания. Основным 
генератором помех проводимости являются блок питания устройства, в 
частности, импульсный преобразователь напряжения. Менее мощным ге-
нератором помех проводимости являются сами модули ПЭВМ из-за нали-
чия в этих модулях различных импульсных потребителей (микропроцес-
сор  интерфейсные микросхемы). Проблема защиты информации, которая 
циркулирует по сети электропитания может быть решена дополнением в 
схемы источников питания помехоподавляющих фильтров. Помехоподав-
ляющие фильтры могут быть выполнены как пассивными, так и актив-
ными. Пассивные фильтры просты в реализации, но не обеспечивают 
полной фильтрации данных. Активные фильтры реализуются по компен-
сационной схеме и обеспечивают избирательное подавление информации, 
которая может проникать в сети электропитания. Учитывая низкое сопро-
тивление сети электропитания, наиболее рационально использовать в ка-
честве оконечных устройств фильтрации формирователи токовых посы-
лок. Предлагается использовать в качестве таких формирователей схемы 




